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Материалы семейства “6.1 Å” (GaSb, InAs, AlSb) широко применяются в настоящее время для создания оптоэлектронных приборов нового поколения. При формировании эпитаксиальных структур на основе этих материалов на гетерограницах происходит замещение одних атомов V группы другими с образованием переходных слоев, которые во многом определяют свойства выращиваемых структур. Кинетика образования таких слоев исследована недостаточно, что не позволяет прогнозировать их состав и толщину для заданных условий роста.
В работе методом дифракции быстрых электронов на отражение исследовано взаимодействие сингулярной и вицинальной (5.4o к [-110]) поверхностей InAs(001) с потоками молекул As4 и Sb4.
Показано, что высокая плотность ступеней оказывает существенное влияние на процесс взаимодействия потоков молекул Sb4 и As4 с поверхностью InAs(001).
Молекулы Sb4 взаимодействуют как с сингулярной, так и с вицинальной поверхностями InAs(001) - (2×4) преимущественно по вакансионному механизму. В обоих случаях образуется реконструкция (1×3).
Показано, что при взаимодействии потока As4 с обогащенной сурьмой поверхностью InAs, мышьяк замещает атомы сурьмы с восстановлением As-терминированной реконструкции (2×4). На вицинальной поверхности процесс замещения сурьмы мышьяком протекает на порядок быстрее, чем на сингулярной. Процесс замещения инициируется преимущественно на краю террас с последующим распространением по их поверхности. Этот результат согласуется с аналогичным поведением мышьяка при замещении атомов сурьмы на поверхности GaSb(001) [1].

Полученные результаты позволили разработать методику формирования методом МЛЭ гетерограниц GaSb/InAs c заданным составом.
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